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CROISSANCE DE MATERIAUX 2D SUR GRANDES SURFACES PAR
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Les dichalcogénures de métaux de transition (TMD) sont des matériaux quantiques qui ont
suscité un intérét considérable pour la communauté des physiciens de 1'état solide qui travaille
sur les matériaux bidimensionnels (2D). IIs sont envisagés pour de nombreuses applications en
photonique et en électronique en raison de la transition d’un gap indirect a un gap direct dans
la limite de la monocouche et de la mobilité élevée des porteurs [1]. Ils présentent également
un fort couplage spin-orbite et une grande variété de symétries cristallines, ce qui est prometteur
pour les applications de spintronique [2]. Jusqu'a récemment, la plupart des études sur les TMD
ont été réalisées sur des flocons de taille micrométrique exfoliés mécaniquement a partir du
matériau massif. Des efforts considérables sont déployés pour permettre la croissance de films
monocristallins de TMD a I'échelle du wafer [3]. L'absence de substrats avec un parameétre de
maille adapté et la réactivité¢ élevée des atomes de chalcogéne empéchent la croissance
¢pitaxiale de monocouches par épitaxie par jets moléculaires (MBE) sur les substrats habituels
(Si, Ge, GaAs...). Dans cette présentation, je discuterai de notre stratégie pour réaliser la
croissance de monocouches de TMD monocristallins par épitaxie de van der Waals (vdW).
Dans ce régime, le substrat présente une surface de vdW comme le graphéne, le mica ou le
GaAs passivé au Se pour limiter l'interaction substrat-couche et s’affranchir de la contrainte
d’accord de parametre de maille. Dans une deuxiéme partie, je présenterai 1'épitaxie vdW de
PtSe> a fort couplage spin-orbite sur graphéne pour I'émission THz par conversion de spin en
charge [4]. Enfin, je démontrerai les avantages de I'épitaxie de vdW pour produire des
ferromagnétiques 2D bien contrdlés : FesGeTez avec une température de Curie élevée proche
de la température ambiante [5] et Cri+xTez avec des propriétés magnétiques accordables par
déformation et en ajustant la stcechiométrie [6]. Pour tous ces matériaux, 1’utilisation de
I’analyse chimique par faisceau d’ions (RBS) est indispensable pour relier précisément la
composition aux propriétés physiques.
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